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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和1年12月5日(2019.12.5)

【公開番号】特開2019-54130(P2019-54130A)
【公開日】平成31年4月4日(2019.4.4)
【年通号数】公開・登録公報2019-013
【出願番号】特願2017-177786(P2017-177786)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   1/02     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    1/02     　　　Ｐ
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｚ
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】令和1年10月21日(2019.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２９】
　図３Ｄの実線および仮想線で示すように、次いで、クロム（熱膨張係数６．８（ｐｐｍ
／Ｋ））からなり、厚みＴａが３０ｎｍである密着層８をスパッタリング法により形成し
（第４工程）、続いて、銅（熱膨張係数１６．８（ｐｐｍ／Ｋ））からなり、厚みＴｂが
１２０ｎｍである本体層９をスパッタリング法により形成した（第５工程）。これにより
、平坦部２１および凹部２２を有するシールド層５を形成した。なお、シールド層５は、
まだ、シールド開口部２７を有しておらず、つまり、密着層８を、中間絶縁層４の上面全
面と、シールド層５の内側面１０と、中間開口部１５から露出する延出部１６の上面とに
、連続して形成し、また、本体層９を、密着層８の上面全面に形成した。
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